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Zalacznik nr 7
do Zarzadzenia Rektora nr 10/12
z dnia 21 lutego 2012r.

KARTA MODULU / KARTA PRZEDMIOTU

Kod modutu

Nazwa modutu

Energoelektronika 2

Nazwa modutu w jezyku angielskim

Power Electronics 2

Obowigzuje od roku akademickiego

2012/2013

A. USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

Elektrotechnika

Poziom ksztatcenia

| stopien
(I stopien / Il stopien)

Profil studiow

0golno akademicki
(ogdino akademicki / praktyczny)

Forma i tryb prowadzenia studiéw

niestacjonarne
(stacjonarne / niestacjonarne)

Specjalnos¢

Elektronika Przemystowa i Energoelektronika

Jednostka prowadzaca modut

KE

Koordynator modutu

Dr hab inz. Stawomir Karys

Zatwierdzit:

B. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku
przedmiotéw

przedmiot kierunkowy
(podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Status modutu

obowigzkowy
(obowigzkowy / nieobowigzkowy)

Jezyk prowadzenia zajec

polski

Usytuowanie modutu w planie studiéw
- semestr

semestr VI, rok IV

Usytuowanie realizacji przedmiotu w
roku akademickim

zimowy
(semestr zimowy / letni)

Wymagania wstepne

Energoelektronika 1, Przyrzady
potprzewodnikowe

(kody modutéw / nazwy modutéw)

Egzamin tak _
(tak / nie)
Liczba punktéw ECTS 5
Forma . . wyktad ¢éwiczenia laboratorium projekt inne
prowadzenia zajeé¢
w semestrze 16 8 16
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C. EFEKTY KSZTALCENIA | METODY SPRAWDZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA

Cel Celem modutu jest Poszerzenie zakresu wiedzy z zakresu uktadéw energoelektronicznych
modutu | (3-4 linijki)
Symbol ] prol\jvoar(;rgnia odniesier)ie do odniesier'lie do
efektu Efekty ksztalcenia zajoé _ efektow efektow
(w//liplinne) kierunkowych | obszarowych
Rozumie zasade dziatania przeksztaitnikéw o w K_wWo7
W_01 | komutacji zewnetrznej T1A W02
Ma uporzadkowang i podbudowang teoretycznie wi/¢ K_Wi3
wiedze z zakresu metod modulacji przeksztattnikow
w_02 | energoelektronicznych T1A W04
Umie dobraé¢ parametry podstawowych ¢lp K_Uo7
u_01 | przeksztaltnikbw energoelektronicznych T1A UO7
Potrafi opracowa¢ model symulacyjny oraz p K_U09
u_02 |analizowaé wyniki T1A UO09
Potrafi dziata¢ w grupie w celu efektywnego wil K_K04
K 01 |rozwigzania problemu naukowego T1A KO3
Potrafi mysle¢ i dziata¢ w sposéb kreatywny i wil K_KO05
K_02 przedsiebiorczy T1A K06
Tresci ksztalcenia:
1. Tresci ksztalcenia w zakresie wyktadu
Odniesienie
Ng;iacjze.c Tresci ksztatcenia I?:z:f:e:g‘i’;
dla modutu
1.2 Falowniki pradu o komutacji zewnetrznej i wewnetrznej W_01
34 Zastosowania falownikéw pradu W_01
45 Falowniki napiecia dwupoziomowe w_01
6,7 Wielopoziomowe Falowniki napiecia w_01
6 Metody modulacyjne skalarne W_02
7,8 Wektorowe metody modulacji W_02
9,10 Przeksztattniki napiecia statego na napiecie state W_02
11 Metody minimalizaciji strat tgczeniowych W_02
12 Wybrane ukfady rezonansowe W_01
13 Wybrane ukfady multi rezonansowe W_01
14-16 | Wybrane przykiady zastosowan uktadéw energoelektronicznych W_01
2. Tresci ksztatcenia w zakresie éwiczenh
Odniesienie
Nr zajeé Tresci ksztalcenia do efektéyv
lab. ksztatcenia
dla modutu
1,2 Widmo czestotliwosciowe napiecia 1-fazowego sterownika pradu u_01
przemiennego
3 Analiza i optymalizacja parametréw LC jednofazowego falownika napigcia o u_01
komutacji wewnetrznej
4 Opracowywanie wykreséw wektorowych wybranych uktadéw u_o1’
przeksztattnikowych
5,6 Obliczenia przetwornic typu DC/DC u_02
7,8 Przyktady obliczen quasi-rezonansowych przeksztaitnikdw napiecia statego u_02
na napiecie state
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3. Tresci ksztatcenia w zakresie laboratorium

Odniesienie

Nr zajeé Tresci ksztalcenia do efektéyv
lab. ksztalcenia
dla modutu

1-2 Opracowanie modelu i symulacja falownika o komutacji zewnetrznej u_02,K_01
3 Badania trojfazowego falownika napiecia U_01,K_02
5-6 Opracowanie modelu i symulacja przetwornicy obnizajgcej napigcie u_02,K_01
7-8 Badania przetwornicy obnizajgcej napiecie U_01,K_02
9-10 Opracowanie modelu i symulacja przetwornicy podwyzszajgcej napigcie u_02, K_01
11-12 | Badania przetwornicy podwyzszajgcej napiecie U_01,K_02
13-14 | Opracowanie modelu i symulacja uktadéw guasi-rezonansowych U_02,K_01
15-16 | Badania przetwornicy quasi-rezonansowej U_01,K_02

4. Charakterystyka zadan projektowych
5. Charakterystyka zadah w ramach innych typow zajeé¢ dydaktycznych

Metody sprawdzania efektéw ksztalcenia

Symbol Metody sprawdzania efektéow ksztatcenia
efektu | (sposéb sprawdzenia, w tym dla umiejetnosci — odwofanie do konkretnych zadan projektowych, laboratoryjnych, itp.)

w 01 Pytania sprawdzajgce

w 02 |Zadania obliczeniowe

u o1 | Wykonanie sprawozdania

u 02 |Pytania sprawdzajace

k 01 | Pytania sprawdzajace, rozmowa w ramach grup,

k 02 | Aktywnosc¢ poszczegdlnych osob, nieszablonowosé
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D. NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS

. L obcigzenie
Rodzaj aktywnosci studenta
1 | Udziat w wykfadach 16
2 | Udziat w éwiczeniach 8
3 | Udziat w laboratoriach 16
4 | Udziat w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 2
5 | Udziat w zajeciach projektowych
6 | Konsultacje projektowe
7 | Udziat w egzaminie
8
9 | Liczba godzin realizowanych przy bezposrednim udziale nauczyciela 42
akademickiego
10 | Liczba punktéw ECTS, ktora student uzyskuje na zajeciach wymagajacych
bezposredniego udziatu nauczyciela akademickiego 5
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
11 | Samodzielne studiowanie tematyki wyktadow 4
12 | Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen 3
13 | Samodzielne przygotowanie sie do kolokwiow 1
14 | Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriéw 2
15 | Wykonanie sprawozdan
15 | Przygotowanie do kolokwium koricowego z laboratorium
17 | wWykonanie projektu lub dokumentagcji 2
18 | Przygotowanie do egzaminu 3
19
20 | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 15
21 | Liczba punktéw ECTS, ktérg student uzyskuje w ramach samodzielnej
pracy 1
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
22 | Sumaryczne obcigzenie praca studenta 57
23 | Punkty ECTS za modut 5
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
24 Naklad pracy zwigzany z zajeciami o charakterze praktycznym 24
Suma godzin zwigzanych z zajeciami praktycznymi
25 Liczba punktéw ECTS, ktéra student uzyskuje w ramach zajeé o
charakterze praktycznym | 3
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
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